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Schnelle "saft recovery" - A K
SILIZIUM - PLAMAR - EPITAXIAL -

GLEICHRICHTERDIODEN

mit niedriger Durchlalspannung

Hichstzulissiger Durchlafstrom-Mittelwert
bei rechteckfirmigem Stromverlauf, 'l’.r = 0,5

bei 8. = 119°C Ipay °® 28 A

G

Hichsitzulissige
periodische Spitzensperrspannung l'.l'l AN" 50 /100 f 150 / 200 V

Durchlafspannung bei Ir = 20 A r.rr < 0,85 v

bei I_ = 100 A U L4 1,3 v

F F

Sperrverzigerungszeit

beim Umschaltem ven I = 1 A auf “I. 2 oV ot < 50 ns

F rr

ABMESSUNGEN in mm

GehBuse: JEDEC DiO-4

mit Gewinde= i — 1
stutzen M 5 A ____!_".1?“

Die Katode ist mit dem 303 ™a=
Gehliuse werbunden. max | ,,:L'

Die Gleichrichterdioden o 25 1
werden ' mit Zahnscheibe
und Mutter geliefert.

Fiir isslierten Einbau
stehen Zubehbirteile
56 262 A zur Verfigung.
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1
SPANNUNGSGRENZVERTE ) BYW_31/50
Hichstzul Basige
periodische Spitzensperrspannung: ﬂl RM" 50 100

Hichstzulissige Gleichsperrspannung: IJI_

STROMGRENZWERTE

Hichstzulissiger Durchlafstrom-Mittelwert
rechteckiger Stromverlauf mit \".l. = 0,5
bei t = max. 20 ms und g & 119°Cs

wnd 8, = 125°C:

sinusfirmiger Stromverlauf
bei t.' = max. 20 ms und & i 120%cy
und 8, = 125°C

Hichatzulissiger
Effektivwert des Durchlafstromes:

HichstzulBssiger
periodischer Spitzenstrom:

Stelstrom—Grenzwert bei & = 150"{:.

50 Hz - Sinus-Halbwelle: 4

Grenzlast=Integral, t = 10 mse:

THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

HichstzulRBssige Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturbereich:

Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gewindestutzeni

gwischen Gewindestutzen und KihlkSrper,
ohne Wirmeleitpaste:

mit Wirmeleitpaste:
Impul s=Wirmewiderstand, I‘.P = 1 ms:

Drehmoment-Bereich bei Befestigung:

Max.Bohrungs-Durchmesser im K@hlblech:

1} aus Grinden thermischer Stabilitit bei lt-
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei I, = 20 A, 8, = 100°C: Up € 0,85 V
bei I, = 100 A, 8, = 25°Cy Up < 1,3 ¥

(]
Sperrstrom bei UI. max und l-J = 100 C: l' < 2,6 mA

DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von I, = 1 A auf Up 4 v

mit =dl /dt = 50 Afus bei 8 = 25°Cy . < 50 ns
Sperrverzugsladung

beim Umschalten ven ;IZr = 2 A auf Ul : o v

mit -llpf‘lt = 20 Afus bei IJ = 25%°Cy qs L4 20 nAs

Einschal t-=Scheitel spannung
beim Einschalten auf I_ = 10 A

mit ilr.i’h = 10 Afps: U = 1,0 W
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